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| - Oferta Académica

Materia Carrera Plan Afo Periodo
ELECTRONICA ANALOGICA | ING. ELECTRONICA 3/03 2 2c
ELECTRONICA ANALOGICA | TEC. UNIV. MIC. 8/01 2 2c
ELECTRONICA ANALOGICA | ING. ELECTRONICA 010/05 2 2c
ELECTRONICA ANALOGICA | PROF.TEC.ELECT. 009/05 2 2c

Il - Equipo Docente

Docente Funcién Cargo Dedicacién
COSTA, DIEGO ESTEBAN Prof. Responsable JTPEXC 40 Hs
NUNEZ MANQUEZ, ALEJANDRO ENRIQUE Auxiliar de Préctico A.1RA EXC 40 Hs

[l - Caracteristicasdel Curso

Credito Horario Semanal

Teorico/Préactico |Tedricas| Practicasde Aula | Pract. delab/ camp/ Resid/ PIP, etc. | Total

6 Hs 4Hs 1Hs 1Hs 6 Hs
Tipificacion | Periodo
B - Teoriacon précticas de aulay laboratorio 2 Cuatrimestre
Duracion
Desde Hasta | Cantidad de Semanas | Cantidad de Horas
11/08/2008 21/11/2008 15 90

IV - Fundamentacion

El estudio general de los semiconductores, |os dispositivos electronicos basados en uniones p-n y su funcionamiento en
circuitos, constituye la base parala comprension del funcionamiento de las familias |6gicas de los sistemas digitales, como
asi también el andlisisy larealizacion de aplicaciones en control, comunicaciones, procesamiento de sefiales e
instrumentacion.

V - Objetivos

Dar los fundamentos bésicos de la electronica analdgica, para el andlisis, disefio, montaje y deteccion de fallas en circuitos
con dispositivos no lineal es fabricados con uniones de semiconductores. Dar |as herramientas mateméticas de calculo,
realizar simulaciones en computadoray brindar entrenamiento para el uso de instrumental y laimplementacion fisicade
dichos circuitos.

VI - Contenidos

Tema 1: Circuitosy componentes. Fuentes detension y de corriente. Resistor es, capacitores einductores. Teoremas
de Thévenin y Norton. Cortocircuitoy circuito abierto. Modelosy aproximaciones.

Tema 2 : Semiconductores. M odelos atdbmicos. M odelo de enlacesy modelo de bandas de ener gia. Sdlido. Conductor es,
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semiconductoresy aisladores. Portador es. Semiconductor es intrinsecosy extrinsecos. Unién p-n. Zona de desercion.
Barrera depotencial. Equilibrio, polarizacién directa einversa. Ruptura.

Tema 3 : Diodos. Simbolo. Forma de fabricacion. Curva caracteristica. Zonas de funcionamiento: Polarizacién
directa, inversay ruptura. Potencia. Tensién umbral, resistencia dindmicay resistencia estética en polarizacion
directa einversa. Modelos equivalentes: Diodo ideal, segunday tercer aproximacion, segunday tercer aproximacion
en rupturay modelo SPICE. Hojas de datos. Polarizacion. Punto de operacion.

Tema 4 : Rectificadores. Valor medio, valor eficaz y valor de pico. Formas de onda de una sefial. Transfor madores:
Caracterizacion, relacién de espiras, potenciay simbolos. Rectificador de media onda. Rectificador de onda
completa: Con transformador con punto medioy con puente de diodos. Filtros: Con capacitor y de choque. Rizado.
Tensiéon depicoinversoy corrienteinicial. Fusibles.

Tema 5: Reguladores. Diodos zener y avalancha. Fuentes de alimentacion. Andlisis del rizado. Polarizacién del
regulador: Resistencia serie minimay maxima, y valor minimo de tension de entrada. Analisisen corriente alterna del
regulador.

Tema 6: Otros circuitos con diodos. Diodos de sefial. Cambiador de nivel positivo y negativo, detector de picoy
detector pico a pico. Multiplicadores detension: Duplicadores, triplicador es, cuadriplicadores. Limitadores positivosy
negativos, combinadosy fijadores de nivel.

Tema 7: Transistor Bipolar de Juntura (BJT). Principio de funcionamiento. Simbolo. Forma de fabricacion. Curva
caracteristica de entrada y de salida. Zonas de funcionamiento: Saturacion, corte, activa directa, activa invertida, y
ruptura. Disipacion de potencia. Parametros alfay beta en directa einversay resistencia de emisor. M odelos
equivalentes: Modelo de Ebbers-Moall, simplificacién por zonas de funcionamiento (ideal, segunda aproximacion y
tercer aproximacion), de parametros hibridos, smplificado y SPICE. Hojas de datos. Optoacopladoresy
fototransistores. Par Darlington.

Tema 8: Polarizacion del BJT. Caracteristica de cada zona de funcionamiento y método de analisis. Punto de
oper acion. Circuitos de polarizacion: Polarizacion fija, con emisor realimentado, con dos fuentes, con colector y
emisor realimentado, y divisor de tension. Conmutacion. Regulacion.

Tema 9: Pequefia sefial con BJT. Pequefia sefial. Acoplamiento delaentraday la salida, y desacople de la resistencia
de emisor. Configuraciones: Emisor comun, colector comun y base comun. Circuito equivalente para polarizacion y
para pequeiia sefial en frecuencias medias. Resistencia en colector. Amplificacion de tension. Resistencia de entrada en
la base. Resistencia de entrada de la etapa. Resistencia de salida de la etapa. Recta de cargaen corriente alternay
maxima excursién. Etapas en cascada. Realimentacion.

Tema 10: Amplificadores de potencia. Clasificacién: Por tipo de acoplamiento, rango de frecuencia, nivel de sefial y
clase de operaciéon. Gananciay rendimiento. Amplificador clase A, By C: Circuitos equivalentes en continuay
alterna, rectas de carga, potencia media de polarizacion, de saliday en el colector, rendimiento y transferencia de
tension. Clase B: Circuitos con simetria complementaria, distorsion de cruce por cer o, compensacion para
temperatura, realimentacion. Clase C: Resonanciay filtrado de armonicos, factor de méritoy ancho de banda, y ciclo
detrabajo.

Tema 11: Transistor de Efecto de Campo de Juntura (JFET). Principio de funcionamiento. Simbolo. Forma de
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fabricacion. Curva car acteristica de entrada y de transconductancia. Zonas de funcionamiento: Lineal, saturacion y
ruptura. Corriente de saturacion maxima, tension de apagado, tension de extrangulamiento y transconductancia.
Resistencia de encendido y apagado. M odelo equivalente. Hojas de datos.

Tema 12: Polarizacién del JFET. Car acteristica de cada zona de funcionamiento y método de andlisis. Punto de
operacion. Circuitos de polarizacion: Autopolarizacion, polarizacién fija, con fuente de corriente, con realimentacion
defuentey por divisor detensién. Interruptor, muestreador, multiplexor, amplificador de aislamiento, resistor
controlado por tension, control automatico de gananciay limitador de corriente.

Tema 13: Pequefia sefial con BJT. Acoplamiento dela entraday la salida, y desacople delaresistencia de fuente.
Configuraciones: Fuente comun, drenador comuin y compuerta comun. Circuito equivalente para polarizacion y para
peguefia sefial en frecuencias medias. Amplificacion de tension.

VII - Plan de Trabaj os Practicos

1. Instrumental. Componentes.

2. Diodos. Rectificadores.

3. Reguladores . Otros circuitos con diodos.

4. BJT. Polarizacion del BJT. Andlisis en pequefia sefial del BJT.

5. Amplificadores de potencia.

6. JFET . Polarizacion del JFET. Andlisis en pequefia sefial con JFET.

VIII - Regimen de Aprobacién

Para obtener laregularidad se requiere:

- Como minimo & 80% de asistencia alas 12 clases de préctica (de simulacion y laboratorio).
- Aprobacion de las 6 Guias de Ejercicios de practicas.

- Aprobacion de las 3 evaluaciones parciales.

- Aprobacion del trabajo especial.

Para poder asistir ala clase de laboratorio se requiere:

- Presentar la planilla de correccién de los gjercicios de calculo y de simulacion con los resultados al inicio de cada clase de
laboratorio.

- Aprobar el cuestionario con los contenidos minimos requeridos al inicio de laclase.

Para aprobar las Guias de Ejercicios de préacticas se requiere:
- Presentar la planilla de correccién de los gjercicios de calculo, ssimulacién y laboratorio con los resultados correctos a final
de cada clase de laboratorio.

Recuperacionesy plazos:

- Las evaluaciones parcial es tendran una recuperacion, en €l término de una semana como maximo, después de la primer
fecha (los que trabajen y asi |0 justifiquen pueden pedir unarecuperacion adicional sobre el total de los examenes parciades, a
excepcion del primero, seglin Res 654/86 de la FCFMyN).

- El trabajo especial de disefio debe presentarse antes de finalizar el cuatrimestre.

- Paralas practicas de laboratorio, se dispondra de una fecha especial pararecuperar dos practicas como maximo, antes de
finalizar el cuatrimestre.

I X - Bibliografia Basica

[1] Principios de Electrénica. MALVINO Paul. Ed McGraw Hill, 6ta ed.
[2] Dispositivos Electronicos. FLOY D Tomas. Ed Limusa, 3er ed.

Péagina 3




X - Bibliografia Complementaria

[1] Electrénica Bésica. KIVER Milton. Editorial Marcombo.
[2] ElectrénicaIntegrada. MILLMAN y HALKIAS. Editorial Marcombo.
[3] Ingenieria Electrénica. ZBAR Paul.

X1 - Resumen de Objetivos

Brindar |os fundamentos de los circuitos con dispositivos semiconductores de unién p-n realizando précticas de célculo,
simulacién y laboratorio.

X1l - Resumen del Programa

Circuitos y Componentes. Semiconductores. Diodos. Rectificadores. Reguladores. Otros circuitos con Diodos. Transistores
de unién bipolares (BJT). Polarizacion del BJT. Andlisis en pegqueiia sefial del BJT. Amplificadores de potencia con BJT.
Transistores de efecto de campo de juntura (JFET). Polarizacion del JFET. Andlisis en pequefia sefial del JFET.

X111 - Imprevistos

ELEVACION y APROBACION DE ESTE PROGRAMA

Profesor Responsable

Firma:

Aclaracion:

Fecha:
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